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１．概要（Summary） 

酸化膜を形成した半導体基板上にソース・ドレイン電極を

作製し、チャネル部にグラフェンを用いたグラフェントランジ

スタを主に作製する。また、グラフェンを任意形状に加工す

る。グラフェンのナノリボン化について相談したところ、EBリ

ソとO2によるドライエッチングあるいは、ヘリウムイオン顕微

鏡のHeイオンでFIB加工も有望であるとのアドバイスを頂き、

プロセスについて見直すことにした。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞  

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
 

 


